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착 다. 시 층  도체 다  에 다. 시 층   도체 다  액티  역  통과

도  다. 래스층  시 층에 가 다.  1 RDL  THV  도체 다   드 사 에 
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삭

청  16 

삭

청  17 

삭

청  18 

삭

청  19 

삭

청  20 

삭

청  21 

삭

청  22 

삭

청  23 

삭

청  24 

삭

청  25 

도체  는 에 어 ,

각각  액티  역  갖는 다수  도체 다  포 는 도체 웨  공 는 단계;

상  도체 다  상   액티  역에  통과     갖는 시 층  상  

도체 웨  체  에 는 단계;

상  시 층  체  에 래스 웨  착 는 단계;

각각 상  래스 웨   상  시 층    갖는 개별  도체 다  상  도

체 웨  싱귤 는 단계;

상  도체 다  사 에 리   캐리어에 상  도체 다  착 는 단계;

상  도체 다  주변 주 에 창 역  도  상  캐리어  상  리  내에 캡슐  착

시키는 단계;

상  창 역, 래스 웨 ,  시 층  통 는  1 어  는 단계;

상  도체 다  상   드에 상  래스 웨   시 층  통 여  2 어  는 단

계; 

상   1 어   2 어에 도  재료  진시키는 단계;  포 는 도체   .

청  26 
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 25 에 어 ,

상   1 어   2 어  상  도  재료  사 에 도 층  는 단계; 

상  도 층 에 상  체  는 단계;   포 는 도체   .

청  27 

 25 에 어 ,

상   1 어  도  재료   연결  도 층  상   액티  역  맞  편  상  도체

다   에 는 단계; 

상  도 층 에 상  체  는 단계;   포 는 도체   .

청  28 

 25 에 어 ,

상  시 층  상  도체 웨  체  에 는 단계가 

린 , 라미 , 또는 스   사   포 는 도체   .

청  29 

 25 에 어 ,

상  창 역  는 단계는,

상  캐리어에 착  상  도체 다  주 에 클 (enclosure)  는 단계; 

상  클 에 상  캡슐  진시키는 단계;   포 는 도체   .

청  30 

도체  는 에 어 ,

각각  액티  역  갖는 다수  도체 다  포 는 도체 웨  공 는 단계;

상  도체 다  상   액티  역에  통과     갖는 시 층  상  

도체 웨  에 는 단계;

상  도체 웨  개별  도체 다  싱귤 는 단계;

상  도체 다  사 에 리   캐리어에 상  도체 다  착 는 단계;

상  도체 다  주 에 창 역  도  상  캐리어  상  리  내에 캡슐  착시키는

단계; 

상  창 역  통 는  1 도  어  는 단계;  포 는 도체   .

청  31 

 30 에 어 ,

상  도체 웨  싱귤  에 상  시 층 에 래스 웨  착시키는 단계   포

는 도체   .

청  32 

 30 에 어 ,

상  시 층    에 래스 다  착시키는 단계   포 는 도체   .

청  33 
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 30 에 어 ,

상   액티  역과 공통 는 상  도체 다   에 상   1 도  어   연결

도 층  는 단계   포 는 도체   .

청  34 

 30 에 어 ,

상  시 층  통 는  2 도  어  상  도체 다 에 는 단계   포 는 도체 

 .

청  35 

도체 에 어 ,

도체 다 (54);

상  도체 다  에 치  클리어 시 층(74) , 클리어 시 층(74) 내에   개

 가지 ,   개 가 도체 다  연 고, 상  클리어 시 층  상  도체 다  

 액티  역   통과     포 는 상  클리어 시 층(74);

상  도체 다  주 에 착  시 층(86); 

상  클리어 시 층(74) 내  상    개  연결 는 상  도체 다  에  상

체(interconnect structure)  포 는 도체 .

청  36 

 35 에 어 ,

상  상  체는 상  클리어 시 층(74)  통    도  어  포 는 도체 

.

청  37 

 35 에 어 ,

상  상  체는 상  도체 다  통    도  어  포 는 도체 .

청  38 

 35 에 어 ,

상  상  체는 상  도체 다   연결 고, 상  도체 다   클리어 시 층

(74) 에  도 층  포 는 도체 .

청  39 

 35 에 어 ,

상  도체 다 는  액티  역  포 는 도체 .

 

 상  

     술  야

본   도체 , 특     도체   그  트  사 드상[0001]

에 상  체  는 에  것 다. 

     경  술

등록특허 10-1608084

- 6 -



도체 들  락, 통신, 트워크, 컴퓨 , 그리고 가  마  야 들에  견 다. 도체 들[0002]

 또  사, 우주 공, 동차, 산업  트 러  사  에  견 다.  도체 들  들 

야들 각각에  다양   능들  수 다.  

도체 들  는 다수 다  갖는 나  웨   포 다.  각 도체 다 는 수  내지 수천[0003]

 트랜지스 , 다양   능  수 는 다  액티   시  치들  포 다.  주어진 나  웨

에 , 그 웨  각 다 는  동   능  수 다.  트-엔드(front-

end) 는  웨  상에 도체  는 것  미 다.   웨 는 트랜지스   다

 액티   시  들  포 는 액티  사 드(active side)  갖는다.  -엔드(back-end) 는 

 웨  개별  다  컷  또는 싱귤 (singulating) 고  지지 /또는 경  리  

 키징 는 것  미 다. 

도체   가지 는 신 고, 신뢰  , 고 보다 고 도  직  (IC)에  [0004]

키지    생산 는 것 다.  립 칩 키지(flip chip package) 또는 웨   칩 스  

키지(wafer level chip scale package)(WLCSP)는 고 , 고 도 그리고 큰  수(count)  망 는 IC에 상

 다.   립 칩 스타  키징  다  액티  사 드  칩 캐리어  또는 린트  

(PCB)   아래  도  착시키는 것  포 다.  다 상  액티  치들과 캐리어  상  도

트랙들 사    계  상  다수  도    또는 볼들  포 는 나   

체  통  달 다.  그  들  도체 에 치   드상에 착   재료에 가

는 리 우(reflow) 공 에  다.  어  그  들  캐리어 에 다.  립 칩 도

체 키지는, 신   감 시키고, 보다 낮  캐 시 스   양   능  달  

, 다 상  액티  치  캐리어 지  짧   도  경  공 다.  

많  에 , WLCSP들  층 는 것  다.    상   치 집   공[0005]

어야 다.  그  상  통 실리  어(through silicon via, TSV)가 액티  들과 간

수 는 다  액티  역에 TSV  드릴닝  달 어 다.  

 도체 는 다  앙  액티  역에   갖는다.   같   는  에 지  [0006]

신  변경시킨다.  그  신 들  도체 다  통 여 다  상  체  루 (route) 다.

 는 상  체에 가  공간  가 는 ,  상  리루 (rerouting)  

 사 는 RDL  래스 또는 다  -수  사 드  통과  수 없  다.  라 ,   갖는

도체    웨   집 과 상  달 는 것  어 다. 

     내

        결 고 는 과

 웨   집 과   갖는 도체   상    공 는 것   [0007]

다.

        과  결수단

나  실시 에 , 본 ,   신  변 시키는  액티  역  갖는 도체 다  공[0008]

는 단계, 상  도체 다  주 에 역  는 단계, 상   역에 통  어(THV)  

는 단계, 상  THV에 도  재료  착시키는 단계, 그리고 상  도체 다  에 시 층  는 단

계룰 포 는 도체    공 다. 시 층   도체 다   액티  역

 통과 도  다. 본  또 , THV  도체 다   드 사 에  연결   1 간 도

층  는 단계, 상   1 간 도 층 에  1 언   탈라 (UBM)  고 그것과 

 연결시키는 단계, 상   1 UBM상에  재료  착시키는 단계, 그리고 상   재료  리

우시키어  1   는 단계  포 다.  

다  나  실시 에 , 본 ,   신  변 시키는  액티  역  갖는 도체 다[0009]

공 는 단계, 상  도체 다  주 에 역  는 단계, 상   역에 통  어(THV)  

는 단계, 상  THV에 도  재료  착시키는 단계, 그리고 상  도체 다  에 시 층  

는 단계  포 는 도체    공 다. 시 층   도체 다   액티  
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역  통과 도  다. 본  또 , THV  도체 다   드 사 에  연결   1 

간 도 층  는 단계, 그리고 상   1 간 도 층 에  1 언   탈라 (UBM)  

고 그것과  연결시키는 단계  포 다. 

다  나  실시 에 , 본 ,   신  변 시키는  액티  역  갖는 도체 다[0010]

공 는 단계, 그리고 상  도체 다  에 시 층  는 단계  포 는 도체 키지 

 공 다. 시 층   도체 다   액티  역  통과 도  다. 본 

또 , 도체 다   드  도체 키지  트  사 드 사 에  연결  공 는 상

 체  는 단계  포 다. 

다  나  실시 에 , 본 ,   신  변 시키는  액티  역  갖는 도체 다[0011]

포 는 도체 키지  공 다. 시 층  도체 다  에 다. 시 층   도체

다   액티  역  통과 도  다. 상  체가 도체 다   드  도체 

키지  트  사 드 사 에  연결  공 다. 

         과

 웨   집 과   갖는 도체   상    공  수 다.[0012]

     실시   체  내

본  사  가 동  또는 사  들  나타내는 도 들  참 는 다  에 는 나 [0013]

상  실시 들에  술  것 다. 본  본   달    드 에  술 지만,

당업 는 첨  청  다    도 에  지지 는 그들  균등 에  는 본 

신  내에 포 는 변 , 변   치  커 는 도라는 것   것 다. 

도체 들  는 다수 다  갖는 웨   포 다. 각 다 는 수  내지 수천  트랜지스  [0014]

나 상   능들  수 는 다  액티   시  치들  포 다. 주어진 나  웨 에 

, 그 웨  각 다 는 동   능  수 다. 트-엔드(front-end) 는 

 웨  상에 도체  는 것  미 다.  웨 는 트랜지스   다  액티   시

치들  포 는 액티  사 드  갖는다. -엔드(back-end) 는  웨  개별  다  컷  

싱귤 (singulating) 고  지지 /또는 경  리   키징 는 것  미 다. 

도체 웨 는  그곳에 는 도체  갖는 액티  과, 실리 과 같  크(bulk) 도[0015]

체 재료   사 드  갖는다. 그 액티  사 드  다수 도체 다  포 다. 그 액티

 층, 닝, 도   열처리  포 는 다수 도체 공 들에  다. 그 층 공 에 , 

도체 재료는 열  산 , 질 ,  착,   스 링  포 는 술들에  상에  거

나 또는 착 다. 포 리 그래 (phtolithograpy)는  역  마스킹 고 람직 지 않  재료  에칭

거 여 특수   는 것  포 다. 도  공  도 트(dopant) 재료  열 산 또는 

주 에  주 다. 

립 칩 도체 키지(flip  chip semiconductor package) 또는 웨    키지(wafer level package,[0016]

WLP)는 통상  고 , 고 도  큰 (pin) 수  는 집  (IC)에  사 다. 립 칩

스타  도체 (10)는 도 1에 도시   같 , 다 (14)  액티  역(12)  칩 캐리어  또는 린

트  보드(16)(PCB)  여 아래  도  착시키는 것  포 다. 그 액티  역(12)  다  

 계에  액티   시  치들, 도 층들  연층들  포 다. 아날 그 들  액티  역

(12)내에  나 상  시  치  에  생 고  상  수 다.  들 ,

나  아날 그 는 액티  역(12)내에  나 상  , 캐 시  그리고 지스  포

수 다.   계  상  들  다수  개별  도   들 또는 볼(22)들  포 는 

 체(20)  통  달 다.  들  액티  역(12)상에   드들 또는 상  사

트(24)상에 다.  드(24)들  액티  역(12)  도  트랙들에  액티  에 연결 다. 

(22)들   리 우(reflow) 공 에  캐리어 (16)상   드 또는 상  사 트(26)에

 또는 계  연결 다. 신   감 시키고, 캐 시 스  낮 고,  양   

능  달   립 칩 도체 는 다 (14)상  액티  치  캐리어 (16)  도  트랙

지  짧   도  통  공 다. 
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도 2a는 다수 도체 다 (36)  포 는 미지  도체 웨 (34)  도시 고 다. 웨 (34)는 실리[0017]

 또는 갈  (GaAs)  수 다.  도체 다 (36)는 술   같  통상  집   공 들  

여 도체 웨 (34)상에 다. 각 도체 다 (36)는,  감지 여  에 지  나 상   

에  또 다  처리    신  변 는  들, 그리고   또는 감  역 또는 

 액티  역  포 다.    들   상보   산 막 도체(complementary  metal

oxide semiconductor, CMOS)    치들  결  (charge-coupled device, CCD)  수 다.

 액티  도체 다  들  포커스(autofocus) 트 러, 지 -아날 그 컨 , 지  신

포   미지  포 다.  

클리어 시 층(clear passivation layer)(32)  린 , 층 또는 스  에  웨 (34) 에 [0018]

다. 래스(glass) 웨 (30)가 클리어 시 층(32)에 가 다. 래스 웨 (30)는 10-100 마 크

미 (㎛)  께  낮   갖는  그래 드(grade)  래스 다. 래스 웨 (30)는 

웨 (34)  동  상  크 다. 클리어 시 층(32)과 래스 웨 (30)는  또는 여

 도체 다 (36)    또는 감  역 또는  액티  역 지 통과시킨다.  

도 2b에 , 시 층(38)  도체 다 (36)   액티  역들 에 열  도우(40)  통 여 [0019]

 통과시킨다. 시 층(38)  린  또는 층에  웨 (34) 에  수 다. 래스 웨

(30)는 시 층(38)에 가 다. 도우(40)  래스 웨 (30)는  또는 여  도체 다

(36)    또는 택  감  역 또는 택  액티  역 지 통과시킨다.  

도 3a-3c는 웨   칩 스  키지(wafer level chip scale package, WLCSP)  - 도  시[0020]

층 또는 폴리  다   역  는 공  도시 고 다. 술  도체 웨 가 다 싱 어 도체

다  개개  니트  리시킨다. 그 도체 다 는 시  칩 캐리어상  운 다. 도 3a는 커 래

(coverlay) (50)에 고  몰드 캐 티 클램 (mold  cavity clamp, 52)  도시 고 다. 도체 다

(54)는 웨  운 고, 도체 다  액티  과  드(56)가 몰드 캐 티 클램 (52) 사

 아래  여 도  (50)에 고 다. 도체 다 (54)는 또  포스트 웨  쏘우 

운 체(post wafer saw tape transfer)  사 여 커 래  (50)에 착  수 다. 

도 3b에 , 탑 몰드 클램  개(58)가 몰드 캐 티 클램 (52) 에 가 어 도체 다 (54) 주 에 개 또[0021]

는 캐 티  만든다. 그 캐 티는 커 래  (50) 지 폴리  몰   진 다. 그 폴리  몰

 도체 다 (54) 주 에 - 도  다   역(68)  다. 진 공  몰  운   주

시키는 것에  수  수 다. 또 ,  연 ,   께  갖는 트 층  다  캡슐

  사  수 다. 또 , 액상 에폭시 몰   압  몰  다   역  도  사  수 

다. 몰드 클램  개(52, 58)가 도 3c에  거 었다. 커 래  가 겨   드  도체 다

(54)  액티  트 사 드가 다. 

도 4a-4d는 도체 다  주   역 에  다  실시  도시 고 다. 도 4a에 , 시[0022]

 래스층들   도체 다 (54)가 커 래  (50)에 착 다. 도체 다 (54)가 몰드 클램

(53)에  감싸진다. 도 4b에 , 몰드 클램 (53)에   개들  몰  (55)  진 다. 그

몰  (55)  도체 다 (54)  감싸  도체 다  주 에 다   역  다. 몰드 클램 (5

3)가 도 4c에  거 었다.  상  체가 도체 다 (54)상에 다. THV(57)가 다   역

통 여 다. RDL  다  트  사 드상에 다.  UBM   (59)가 또  RDL  THV

 계  다.  

도 5a에 , 도체 다 (54)는 도 어  드  다  액티  트 사 드가 상  다. 다수[0023]

통  어(through hole via, THV)(64)  에칭 또는 드릴닝에  도체 다 (54) 사  다   역

(68)에 다.    도  재료가 ,   도 ,  도 ,또는 스크린 린  공  사 여

THV(64)에 착 다. 그 도  재료는 알루미늄(Al), 리(Cu), 주 (Sn), 니 (Ni), (Au) 또는 (Ag)  수

다.  도 5a는 다   역(58)  에지에  - 어(half-via) THV(64)  도시 고 다. 리 스트

리뷰 층(redistribution layer,  RDL)(62)  THV(64)  도체 다 (52)   드(56) 사 에 다.

RDL(62)  알루미늄(Al),  알루미늄  리  (AlCu),  리(Cu)  또는  리(Cu)   루어질  수  다.

RDL(62)  THV(64)   드(56) 사 에   신  루   간 도 층  다. 

 액티  역(70)  도체 다 (54)  내  역에 치 다. 

도 5b에 , THV(66)가 에칭   드릴닝에  도체 다 (54) 사  다   역에 다. [0024]
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경우에, THV(66)들   역(68)  내  역에  (full) 어 , , THV(66)   역에 

 감싸진다.  역(68)  폴리  몰   또  도체 다  액티   맞  편 , 도체 다

(54)  사 드  커 다.  도 5a에  술   같 ,  도  재료가 ,  도 ,  도

, 또는 스크린 린  공  사 여 THV(66)에 착 다. 그 도  재료는 알루미늄(Al), 리(Cu), 주

(Sn), 니 (Ni), (Au) 또는 (Ag)  수 다. RDL(62)  THV(66)  도체 다 (54)   드(56) 사

에 다.  RDL(62)  THV(66)   드(56) 사 에   신  루   간 도 층

다.  액티  역(70)  도체 다 (54)  내  역에 치 다. 

도 5c는 도체 다 (54)  사시도 다. THV(66)는 다   역(68)  내  역에  (full) 어[0025]

다.  역(68)  THV(66)   감싼다. RDL(62)   드(56)  THV(66)에  연결시킨다.

액티  들   상 에 라 ,  드(56)들  는  THV(66)  리 는 , ,

어   RDL도 지 않는다.  액티  역(70)  도체 다 (54)  내  역에 치 다. 

도 5d는 도체 다  다  사시도 다.  경우에, - 어 THV(64)  - 어 THV(66)가 다   역[0026]

(68)에 다.  역(68)  THV(66)   감싼다. RDL(62)   드(56)  THV(64, 66)에 연결

시킨다. 액티  들   상 에 라 ,  드(56)들  는  THV(64, 66)  리

는 , , 어   RDL도 지 않는다. 택  액티  역(70)  도체 다 (54)  내  역에

치 다. 

도 6  참 , 클리어 시 층(74)  도체 다 (54)  액티  상에 도시 었다. 래스층(76)[0027]

클리어 시 층(74)에 가 는 것  도시 었다. 래스층(76)    지  수 고, 그것

상에 스트(dust) 집  감 시킬 수 다. THV(80)가  드릴닝에  다   역(68), 클리어

시 층(74)   래스층(76)  통 여  다.  RDL(82)  래스층(76)상에  다.  THV(80)가

RDL(82)  도체 키지(78)  사 드상  RDL(94)에  연결시킨다. RDL(82, 94)  알루미늄(Al),

알루미늄 리 (AlCu), 리(Cu) 또는 리(Cu)  루어질 수 다. RDL(82, 94)  도체 다

(54)   능    것   신 들  루 는 간 도 층  다. RDL(82)

또  THV(92)  통 여  드(56)에  연결시킨다. THV(92)는  드릴닝에  클리어 

시 층(74)  래스층(76)  통 여 다. 

언   탈라 (under bump metalization, UBM)(84)  RDL(82)   연결시키   착[0028]

고 다. 나  실시 에 , UBM(84)  웨 (wetting)층, 리어층, 그리고 착층  포  수 다.

시 층(86)   지지  경  리   RDL(82) 에 그리고 UBM(84)사 에 다. 시

층(86)   산 실리 (SiO2), 산질 실리 (SiON)질 실리 (SixNy), 폴리미드(PI),  사 클 뷰

(BCB), 폴리 사 (PBO), 또는 다  연재료  루어질 수 다. 

 도   재료가   ,   도 ,   도 ,  볼  드  또는  스크린  트린  공  통[0029]

UBM(84) 에 착 다. 그  재료는 주 (Sn), 납(Pb), 니 (Ni), (Au), (Ag), 리(Cu), 스 트(Bi)

 그들  과 같  어   또는  도 재료  수 다. 나  실시 에 , 그  재료는 Sn 63

량 트  Pb 37 량 트  수 다. 그  재료는  볼 또는 (90)  도  도  재료

그것   상  가열 여 리 우(reflow) 다.   에 ,  (90)는   리 우 어

UBM(84)과    개 시킨다. UBM(84)   (90)는 상  체   태  나타낸다. 

도체 다 (54)  사 드상에 UBM(96)  착 고 어 RDL(94)   연결시킨다. 나  실[0030]

시 에 , UBM(96)  웨 층, 리어층, 그리고 착층  포  수 다. 시 층(98)   지지 

경  리   RDL(94) 에 다. 시 층(98)   산 실리 (SiO2), 산질 실리 (SiON),

질 실리 (SixNy), 폴리 미드(PI),  사 클 뷰 (BCB), 폴리 사 (PBO), 또는 다  연재료  

루어질 수 다. 

 래스층(76)  클리어 시 층(74)  통 여   또는  액티  역(70) 지 통과[0031]

는 , 것들  도체 다 (54)내   들에  또 다  처리     에 지   신 들

변 시킨다.   신 들   드들(56)  통 여 THV(80, 92) 지, RDL(82, 94)  통 여 UBM(84,

96) 지 그리고  (90) 지 루 다. 상  체는  도체 키지(78)  트  사

드 지  신  루  공 다. 

도 7에 , 클리어 시 층(74)  도체 다 (54)  액티  상에 도시 었다. 래스층(76)  클리어[0032]
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시 층(74)에 가 는 것  도시 었다. THV(92)가  드릴닝에  클리어 시 층(74) 

래스층(76)  통 여 다. RDL(82)  래스층(76)상에 다. THV(92)가  드(56)  RDL(8

2)에  연결시킨다. UBM(84)  RDL(82)에  연결시키도  착 고 다. 시

층(86)   지지  경  리   RDL(82) 에 다.   도   재료가 , 

도 ,  도 , 볼 드  또는 스크린 린  공  통  UBM(84) 에 착 다. 그  재료는  볼

또는 (90)  도  도  재료  그것   상  가열 여 리 우(reflow) 다.

 드(56)가 또  통 실리  어(through silicon via, TSV)(100)  경 여 도체 키지(102)  [0033]

사 드상  RDL(94)에   연결 다.   실시 에 ,  어  THV도  다   역(68)에  지

않는다. 신에, TSV(100)  에칭 또는  드릴닝에  도체 다 (54)  액티  역  통 여 

다. UBM(96)  착 고 어 RDL(94)에  연결 다. 시 층(98)   지지  

경  리   RDL(94) 에 다.  

  래스층(76)  클리어 시 층(74)  통 여   액티  역(70) 지 통과 는 , 것들[0034]

 도체 다 (54)내   들에  또 다  처리     에 지   신 들  변 시킨다.

 신 들   드들(56)  통 여 THV(92, 100) 지, RDL(82, 94)  통 여 UBM(84, 96) 지 그

리고  (90) 지 루 다. 상  체는  도체 키지(102)  트  사 드 지 

 신  루  공 다. 

도 8에 , 클리어 시 층(74)  도체 다 (54)  액티  상에 도시 었다. 래스층(76)  클리어[0035]

시 층(74)에 가 는 것  도시 었다. THV(80)가  드릴닝에  다   역(68), 클리어

시 층(74)  래스층(76)  통 여 다. RDL(82)  래스층(76)상에 다.  RDL(106)

THV(80)   드(56)에  연결 고, 차 ,  RDL(82, 94) 에  연결 다.  UBM(84)

착 고 어 RDL(82)에  연결 다. 시 층(86)   지지  경  리  

 RDL(82) 에 다.  도   재료가 ,  도 ,  도 , 볼 드  또는 스크린 린

 공  통  UBM(84) 에 착 다. 그  재료는  볼 또는 (90)  도  도  재료  그

것   상  가열 여 리 우(reflow) 다. UBM(96)  착 고 어 RDL(94)에  연

결 다. 시 층(98)   지지  경  리   RDL(94) 에 다.

  래스층(76)  클리어 시 층(74)  통 여   액티  역(70) 지 통과 는 , 것들[0036]

 도체 다 (54)내   들에  또 다  처리     에 지   신 들  변 시킨다.

 신 들   드들(56)  통 여,  RDL(106),  THV(80,  82),  RDL(82,  94),  그리고  마지막

UBM(84, 96) 그리고  (90) 지 루 다. 상  체는  도체 키지(108)  트 

사 드 지  신  루  공 다.

도 9는 UBM(96)상에  택   (110)   도 6-8과 슷 다.  도   재료가 [0037]

,  도 ,  도 , 볼 드  또는 스크린 린  공  통  UBM(96) 에 착 다.  그  재료

는  볼 또는 (110)  도  도  재료  그것   상  가열 여 리 우(reflow) 다.

도 10   드(56)  RDL(82)에  연결시키는 THV(92) ,  드(56)  RDL(94)에 [0038]

연결시키는 TSV(112)  도시 고 다. 다  들  술  것과 사  능들  갖는다.  

도 11에 , 클리어 시 층(120)  도체 다 (54)  액티  상에 도시 었다. THV(66)가 다  [0039]

역(68)  통 여 다. RDL(62)   드(56)  THV(66)에  연결 고, 차 ,  도체

키지(124)  사 드상  RDL(122) 에  연결 다. UBM(126)  RDL(122)상에 착 고 다.

 도   재료가 ,  도 ,  도 , 볼 드  또는 스크린 린  공  통  UBM(126)

에 착 다.  그  재료는  볼 또는 (128)  도  도  재료  그것   상  가열

여 리 우(reflow) 다. 

 클리어 시 층(120)  통 여   액티  역(70) 지 통과 는 , 것들  도체 다[0040]

(54)내   들에  또 다  처리     에 지   신 들  변 시킨다.    신 들

  드들(56)  통 여 RDL(62) 지, 그리고 THV(66)  통 여 RDL(122)  UBM(126), 그리고 마지

막   (128) 지 루 다.  상  체는  도체 키지(124)  트  사 드

지  신  루  공 다.
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도 12는 도 6-11과 사 고, 가  클리어 시 층(120)  통 여 RDL(130) 지 는 THV(6[0041]

6)  갖는다.  UBM(132)  RDL(130)상에 다.   (134)가 UBM(132)상에 다.  

도 13  도 6-12  사 고, 클리어 시 층(120)  통 여 고 RDL(62, 130)   연결[0042]

시키는 THV(136)  갖는다. 래스 다 (138)가 클리어 시 층(120)상에 다. 래스 다 (138)는

안  통과 는  곡  람직 지 않      미지     

다.  경우에, 클리어 시  어  곡  야 시킬 수 는  랫트니스(flatness)에  

갖는다. 래스 다  가는 래스에  는  랫트니스  공 다. 그 래스는 에

  안 다. 그 래스는   갖는다.  

도 14는 도 6-13과 사 고, 도체 다 (54)상에  도우(142)   클리어 시 층(140)[0043]

갖는다. 도우(142)는 시  없고,  통과시킨다. 래스층(144)  클리어 시 층(140) 에

다.  

 래스층(144)  도우(142)  통 여  액티  역(70) 지 통과 는 , 것들  도체 다[0044]

(54)내   들에  또 다  처리    에 지   신 들  변 시킨다.  신 들

 드들(56)  통 여 RDL(62) 지, THV(66)  통 여 RDL(122)  UBM(126), 그리고 마지막  

(128) 지 루 다. 상  체는 도체 키지   트  사 드 지  신  루

 공 다.

도 15  도 16  다양  미지  에 사  도체 키지  도시 고 다. 도체 키지는 미지[0045]

 다 들  키징 는  낮    공 다. 키지는  지지 다. 그 키지 

 강 고,  신뢰도  가지 , 습 과  상에  다.

도 15는 도 6-14  사 게,  액티  역(70)   도체 다 (54)  포  도체 키지(150)[0046]

  도시 고 다. THV(148)는  드(56)  RDL(130)   연결시킨다. 도체 키지(15

0)는 볼 그리드 어래 (BGA), 립 칩 또는 WLSCP   (128)  통  PCB 또는 칩 캐리어 (152)에

착 고  연결 다. 도체 키지(150)는 또   드(158)에 는  (134)  

(156)에 착 고  연결 다. 보  래스(160)가 (156)에  지지 고, 클리어 시 층

(120)   액티  역(70) 에 다.  립체(162)가 (164)  지지 는 , 는  보

래스(160)  클리어 시 층(120)  통 여  액티  역(70)  다.  에 지는 도체

다 (54)내   들에  또 다  처리    신  변 다.  신 들   드들

(56)  통 여 RDL(130, 122) 지, THV(66)  통 여 RDL(132, 122)  UBM(126), 그리고 마지막  

(128, 134) 지 루 다. 상  체는 도체 키지(150)   트  사 드 지 

신  루  공 다.

도 16  도 6-14  사 게,  액티  역(70)   도체 다 (54)  포  도체 키지(170)[0047]

  도시 고 다. 도체 키지(170)는 볼 그리드 어래 (BGA), 립 칩 또는 WLSCP   

(110)  통 여 PCB 또는 칩 캐리어 (172)에 착 고  연결 다. 도체 키지(170)는 또  

 드(178)에 는  (176)  (176)에 착 고  연결 다. 보  래스(180)가 

(176)에  지지 고,  래스층(76)    액티  역(70)  에 다.   립체(182)가 

(184)  지지 는 , 는  보  래스(180)  래스층(76)  통 여  액티  역(70)

다.  에 지는 도체 다 (54)내   들에  또 다  처리    신  변 다.

 신 들   드들(56)  통 여 RDL(106, 94) 지, THV(80)  통 여 UBM(84, 96), 그리고 마

지막   (90, 110) 지 루 다. 상  체는 도체 키지(170)   트  사

드 지  신  루  공 다.

본  나 상  실시 들  상  술 었지만, 다  청 에 술  본   탈 지[0048]

않는  그 실시 들에 변 과 변 가 가능   것 다.      

도  간단  

도 1  다  액티  역  칩 캐리어  사 에  상   공 는    립 칩[0049]

도체  도시 는 도 ;
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도 2a-2b는 클리어 시 층 그리고 차  미지  웨  에 는 래스 웨  도시 는 도[0050]

; 

도 3a-3c는 도체 다  주 에  역  는 것  도시 는 도 ;[0051]

도 4a-4d는 도체 다  주 에  역  다   도시 는 도 ;[0052]

도 5a-5d는 RDL에  연결  다   역  통 는 - 어  - 어 THV  도시 는 도[0053]

;

도 6  다   역, 클리어 시 층, 그리고 래스층  통 여 고 RDL에  연결[0054]

THV   도체 키지  도시 는 도 ;

도 7  다   역, 클리어 시 층, 그리고 래스층  통 여 고 RDL에  연결[0055]

THV   다  도체 키지  도시 는 도 ; 

도 8  다   역, 클리어 시 층, 그리고 래스 층  통 여 고 RDL에  연결[0056]

THV   다  도체 키지  도시 는 도 ;

도 9는 다   역  통 여 고 RDL   에  연결  THV   도체 키[0057]

지  도시 는 도 ;

도 10  도체 다 , 클리어 시 층, 그리고 래스 층  통 여 고 RDL에  연결[0058]

THV   도체 키지  도시 는 도 ;

도 11  다   역  통 여 고 RDL에  연결  THV   도체 키지  도시 는[0059]

도 ;

도 12는 다   역과 클리어 시 층  통 여 고 RDL에  연결  THV   [0060]

도체 키지  도시 는 도 ;

도 13  다   역과 클리어 시 층  통 여 고 RDL에  연결  THV   [0061]

도체 키지  도시 는 도 ;

도 14는 다   역  통 여 고 RDL에  연결 , 클리어 시 층들과 래스층[0062]

래  사 에 시  없는 역  갖는 THV   도체 키지  도시 는 도 ;

도 15는 헤드  립체   도체 키지  도시 는 도 ; 그리고[0063]

도 16  헤드  립체   도체 키지  도시 는 도 다.  [0064]

<도  주  에   간단  > [0065]

10  :  도체             12  :  액티  역[0066]

14  :  다                    16  : 린트  보드[0067]

24  :   드              36  :  도체 다[0068]

30  : 래스 웨            32  :  클리어 시 층[0069]

40  :  도우                 50  : 커  [0070]
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도

    도 1
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    도 2a
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    도 2b
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    도 3a
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    도 3b
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    도 3c
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    도 4a
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    도 4b
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    도 4c
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    도 4d
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    도 5a
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    도 5b
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    도 6
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    도 9
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    도 11
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    도 12
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    도 13
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    도 15
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    도 16

등록특허 10-1608084

- 38 -


	문서
	서지사항
	요 약
	대 표 도
	청구범위
	발명의 설명
	발명의 상세한 설명
	기 술 분 야
	배 경 기 술
	발명의 내용
	해결 하고자하는 과제
	과제 해결수단
	효 과

	발명의 실시를 위한 구체적인 내용

	도면의 간단한 설명

	도면
	도면1
	도면2a
	도면2b
	도면3a
	도면3b
	도면3c
	도면4a
	도면4b
	도면4c
	도면4d
	도면5a
	도면5b
	도면5c
	도면5d
	도면6
	도면7
	도면8
	도면9
	도면10
	도면11
	도면12
	도면13
	도면14
	도면15
	도면16




문서
서지사항 1
요 약 1
대 표 도 1
청구범위 3
발명의 설명 6
 발명의 상세한 설명 6
  기 술 분 야 6
  배 경 기 술 6
  발명의 내용 7
   해결 하고자하는 과제 7
   과제 해결수단 7
   효 과 8
  발명의 실시를 위한 구체적인 내용 8
 도면의 간단한 설명 12
도면 12
 도면1 14
 도면2a 15
 도면2b 16
 도면3a 17
 도면3b 18
 도면3c 19
 도면4a 20
 도면4b 21
 도면4c 22
 도면4d 23
 도면5a 24
 도면5b 25
 도면5c 26
 도면5d 27
 도면6 28
 도면7 29
 도면8 30
 도면9 31
 도면10 32
 도면11 33
 도면12 34
 도면13 35
 도면14 36
 도면15 37
 도면16 38
